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Карбид кремния является одним из перспективных материалов нано-

электроники. Карбид кремния имеет высокую термо- и радиационную устойчивость, 

большую механическую прочность, очень малую скорость диффузии и самодиффузии 

примесей, очень слабую химическую активность, что обусловлено высокой энергией 

связи в решетке карбида кремния (5эВ) [1–5]. 

В последние годы наряду с совершенствованием технологии получения карбида 

кремния в виде монокристаллических пластин требуемых размеров наблюдается 

интенсивное изучение пленочных структур карбида кремния. Одним из перспективных 

методов получения пленок карбида кремния является метод магнетронного распыления 

[6–8], к основным преимуществам которого относятся его универсальность, высокая 

скорость осаждения пленок, возможность получения пленок большой площади. 

Целью работы является определение электрофизических параметров слоев 

карбида кремния, получаемых методом магнетронного распыления на кремниевых 

подложках. 

Для решения поставленной задачи в данной работе рассматриваются способы 

получения пленок карбида кремния методом магнетронного распыления и методом 

эндотаксии, а также методы измерения электрофизических параметров полупроводниковых 

структур. 

Магнетронное распыление позволяет получать пленки различных веществ и 

сплавов, в том числе и тугоплавких, к которым относится карбид кремния, на 

различных видах подложек. Основным преимуществом метода является высокая 

скорость получения пленок и возможность получения пленок большой площади. 

Структурное совершенство получаемых пленок зависит от состава исходной мишени, 

параметров распыления и состояния поверхности подложки. 

Среди методов измерения электрофизических параметров структур карбида 

кремния на кремнии особый интерес представляют бесконтактные СВЧ и оптические 

методы, так как позволяют быстро получить информацию, необходимую для 

корректировки параметров процесса получения пленок. 
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